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55 (54) Title: SOLUTIONS OF ORGANIC SEMICONDUCTORS 
^ (54) Bezeichnung: LOSUNGEN ORGANISCHER HALBLETTER 

(57) Abstract: The invention relates to solutions of at least one organic semiconductor containing at least one high -molecular con- 
▼H stituent, in a solvent mixture of at least three different organic solvents A, B and C. The invention is characterised in that the solvents 

A and B are good solvents for the organic semiconductor, the solvent C is a bad solvent for the organic semiconductor, and Sdp.(A) 
£2 < Sdp.(C) < Sdp.(B) holds good for the boiling points (Sdp.) of the solvents. The invention also relates to the use of said solutions 
25 in printing methods for producing layers of the organic semiconductor on substrates, especially in the electronics industry. 

O (57) Zusammenfassung: Die vorliegende Erfindung betrifft Losungen mindestens eines organischen Halbleiters, der mindestens 
O eine hochmolekulare Komponente enthalt, in einem Losemittelgemisch von mindestens drei verscchiedenen organischen L6semit- 

teln A, B und C, dadurch gekennzeichnet, dass die Losemittel A und B gute Losemitte] fiir den organischen Halbleiter sind, das 
Q Losemittel C ein schlechtes Losemittel fiir den organischen Halbleiter ist und fiir die Siedepunkte (Sdp.) der Losemittel gilt: Sdp(A) 
^ < Sdp.(C) < Sdp.(B), sowie deren Venvendung in Druckverfahren zur Eraeugung von Schichten der organischen Halbleiter auf Sub- 

straten, insbesondere fur die Elektronikindustrie. 
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